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Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstel- 
lung einer Halbleitergleichrichterzelle mit flachen- 
hafter Druckkontaktierung der auf ein Unterteil mit- 
tels eines Zentrierringes aufgesetzten Halbleiter- 
scheibe. 5 

Bei der Herstellung von diffundierten Silicium- 
gleichrichtern ist eine wesentliche Schwierigkeit, die 
Siliciumscheibe im bereits verarbeitbaren Zustand 
mit einer den pn-TJbergang gut abschirmenden Sili- 
konschicht, sei es als Lack oder als Silikongummi, io 
zu versehen. Es wurde vorgeschlagen, in einem be- 
stimmten Lotverfahren die Siliciumscheibe mit den . 
entsprechenden Elektroden zu verloten und danach 
den Silikoniiberzug aufzutragen und bei entsprechen- 



den Temperaturen auszuharten. Man bekommt auf 15 aufgesetzt. 
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SchlieBlich kann der USA.-Patentschrift 2 948 050 
als bekannt entnommen werden, daB bei der Her- 
stellung von Halbleiteranordriungen die Moglichkeit 
besteht, die zu kontaktierende Oberflache des Halb- 
leiterkorpers mit einer dichten Isolierschicht zu be- 
decken, durch diese eine Spitzenelektrode, die als 
AnschluBelektrode dient, hindurchzudriicken und die 
Halbleiteranordnung dann in eine viskose Schicht, 
beispielsweise aus Silikonfett, einzubetten. 

Em ahnliches Verfahren wird auch in der deut- 
schen Patentschrift 1 225 772 vorgeschlagen; danach 
wird eine drahtformig ausgebildete Gegenelektrode 
durch einen Tsolierstoff auf den Halbleiterkorper ge- 
stoBen und auf die Oberflache des Halbleiterkorpers 



diese Weise Gleichrichter mit einer guten Lagerfahig- 
keit bei Temperaturen bis zu 170° C. 

Es zeigte sich aber, daB sich Gleichrichter dieser 
Art im normalen Betriebszustand in ihren Span- 



Aufgabe der Erfindung ist es, stabile kieine Sili- 
ciumbauelemente herzustellen und die Vorteile der 
Druckkontakttechnik mit flachenhaften AnschluB- 
elektroden auch bei der Herstellung kleiner Bau- 



nungseigenschaften verschlechtern. ^ Untersuchungen 20 elemente anzuwenden und zu nutzen und dadurch 
— u — - 4 - 0 * — ... -i-x-n-- . o die obengenannten Nachteile der geringeren Stabilitat 

der ohne Abdeckung geloteten Bauelemente oder der 
muhseligen Lokalisierung der Abdeckung der nach 
der Abdeckung geloteten Bauelemente zu vermeiden. 

Diese Aufgabe wird bei einem Verfahren zur Her- 
stellung einer Halbleitergleichrichterzelle mit fiachen- 
hafter Druckkontaktierung der auf ein Unterteil mit- 
tels eines Zentrierringes aufgesetzten Halbleiter- 
scheibe erfindungsg'emaB dadurch gelost, daB auf die 
ben und die Kontaktflache von Silikonkautschuk 30 Halbleiterscheibe ein Tropfen eirier Silikonmasse ge 



haben ergeben, daB dieses Zurlickfallen in der Sperr- 
spannungsgiite im Zusammenhang mit den verwen- 
deten Silikonpraparaten in Verbindung mit Weich- 
loten zustande kommt. Vermutlich wird die freie 
Siliciumoberflache auch schon beim Loten zu stark 25 
verunreinigt. 

Wird in Umkehrung der zeitlichen Abfolge der 
Verfahrensschritte erst abgedeckt und dann gelotet, 
muB die Abdeckung auf den Rand beschrankt blei- 



frei gehalten werden, weil nur auf einer silikon 
kautschukfreien Oberflache gelotet werden kann. Bei 
kleinen Bauelementen ist dieses genau lokalisierte 
Bestreichen mit Silikonkautschuk so muhsam, daB 
es praktisch nicht durchfiihrbar ist. 

Andererseits hat es sich wiederum herausgestellt, 
daB die Siliciumscheiben, die allein durch Druck mit 
der Grundplatte bzw. Abnahmeelektrode zusammen- 
gehalten werden, den EfTekt der Verminderung der 



geben wird, die beim Ausheizen ein Silikongel bildet, 
welches bei der Kontaktierung der Halbleiterscheibe 
mit der AnschluBelektrode von der Kontaktflache 
fortgedriickt wird und die Halbleiterscheibe an ihren 
35 Randern einbettet. 

Es wurde namlich gefunden, daB bei Benutzung 
eines Silikonpraparates, das im ausgeharteten Zu- 
stand die Konsistenz eines Gels, hat, die Moglichkeit 
besteht, das Praparat im ofTenen Zustand auszuheizen 



Sperrspannungsgute nicht zeigen. Nun kann man 40 und die Gleichrichterbauelemente nachtraglich zu 



Gleichrichter in dieser Art nicht herstellen, da haupt 
sachlich bei hoheren Spannungen iiber den pn-t)ber- 
gang im ungeschiitzten Zustand leicht Uberschlage 
erfolgen, wodurch ein Gleichrichter zerstort. wird. 
Eine Abschirmung der pn-Obergange im zusammen- 
gepreBten Zustand mit Silikonlack oder Silikon- 
gummi ist nicht gut moglich, da die Silikonpraparate 
im ofTenen Zustand bei Temperaturen bis iiber 
200° C ausgeheizt werden mussen. Erst dann sind 



sammenzubauen, ohne daB eine Beeintrachtigung des 
Stromdurchlasses zu beobachten ware. 

Silikone dieser Art sind z. B. in dem Aufsatz 
»Silikone fur das Einbetten und Umhullen elektro- 
45 nischer Bauelemente* in »Elektronik«, 17. Jahrgang 
(196S), Heft 2, S. 33 bis 36, insbesondere Ab- 
schnitt3.1 »Dielektrisches Gel«, beschrieben worden. 



Das Silikongel wird selbst im ausgeharteten Zu- 
stand durch Druck von den Kontaktflachen weitge- 
solche Produkte als wirksamer Schutz fur den pn- 50 hend wcggedruckt, was bei Silikonlacken oder Sili- 
tJbergang ^brauchb ar. _ .,____.__■ ____ _ ______ ___,-____ ^-^kongumrn^der-verschiedenen-Sorten-nicht-beobachtet 

Durch die deutsche Auslegeschrift 1 170 558 ist werden kann, da die Konsistenz der letztgenannten 



StofTe schon zu zah ist. 

Die Figuren zeigen in zum Teil schematischer Dar- 



Nach F i g. 1 hat eine Gleichrichterzelle ein Unter- 
teil 1, das in der Mitte der Bodcnflache eine kieine 
Erhebuns hat. Die Erhebung ist im Durchmesscr 



es bei Halbleitergleichrichteranordnungen mit Druck 

kontakt bekanntgeworden, die Halbleiterscheibe mit- „_._ 

teIs eines Zentrierringes, der z. B. aus einem Kunst- 55 stellung ^Ausfuhrungsbeispiele der ^ Erfindung bei 

stoff, wie Polytetrafluorathylen, besteht, auf das Halblciterglcichrichterzellen. 
Unterteil eines Gehiiuses aufzusetzen. 

Ebenfalls ist aus der deutschen Auslegeschrift 
1 126 516 bekannt, den auf ein Unterteil aufgesetzten 

Halbleiterkorper einer Halbleiteranordnung an seinen 60 etwas kleiner als die Halbleiterscheibe 2. De76u7ch- 

Riindern in ein der Stabilisierung der elektrischen messer ist deswegen kleiner, urn beim spiiteren Zu- 

Paramcter des Halbleiterbauelemcntes dienendes sammenpressen der cinzelncn Bauteile den Rand ab- 

Kunstharz einzubetten. so l ut bruchsichcr zu haltcn. 

Es ist wciterhin aus der deutschen Auslegeschrift Ein Zcntricrring 3, der in cine Einscnkung des 

1 033 7S3 bekannt. als Einbcttungsmaterial einen 65 Untertciis hineinpaBt, hat die Aufgabe, Unterteil 1, 

vorzugswcisc aus Polymethylsiloxanen bestehenden Halbleiterscheibe 2 und AnschluBelektrode 4 axial in 

viskoscn Stoff zu benutzen, in den das Elektroden- einer Richtung zu haltcn. Die AnschluB- oder Ab- 

systcm hinemgcdriickt wird. nahmcelektrode 4 ist im Durchmesscr ebenfalls 
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kleiner als die Flache der Siliciumscheibe. Die MaB- 
nahme hat denselben Zweck wie die im Durchmesser 
kleinere Flachenerhebung des Unterteils. 

Eine Zwischenscheibe 5 leitet den durch einen 
Druckstopfen 6 erzeugten Druck auf die Abnahme- 
elektrode 4, die Halbleiterscheibe 2 und das Unter- 
teill weiter. Der eigentliche Druck kommt dadurch 
zustande, daB ein Oberteil 7 mit dem Unterteil zu- 
sammengeschweiBt wird, wobei der Druckstopfen aus 
Silikongummi — es konnen aber auch Tellerfedern 
se in — Abnahmeelektrode 4 und Halbleiterscheibe 2 
oegen das Unterteil anpreBt. 

Urn die Halbleiterscheibe 2 ist das Silikongel 8 
entsprechend der Erfindung aufgebracht. 

Mit der Abnahmeelektrode 4 in Gestalt eines 
festen Kopfes ist ein Kupferseil 9 elektrisch leitend 
verbundeh. Das Kupferseil wird bei der Herstellung 
der Gleichrichterzelle zum SchluB in der Stromdurch- 
fiihrung des Oberteils iiber eine Metallhiilse 10 fest- 
gepreBt. 

Die Fig. 2 zeigt eine ahnliche Gleichrichterzelle, 
bei der lediglich unter der Halbleiterscheibe 2 eine 
weitere Abnahmeelektrode 12 vorgesehen ist, wobei 
der Druckstopfen 6 zugleich als Zentrierring benutzt 

wird. . 

Bei der Herstellung einer solchen Halbleitergleicn- 
richterzelle wird zunachst die Siliciumscheibe in be- 
kannter Art mit einer lotfahigen Metallauflage ver- 
sehen, in entsprechende GroBen zerschnitten und in 
einer Salpeters'aure-FluBsaure-Losung im Verh'altnis 
von etwa 3 : 1 geatzt und spater in Ammoniaklosung 
kurzzeitig gekocht und bei etwa 200 bis 250° C an 
Luft getrocknet. Die so vorbehandelte Siliciumscheibe 
wird unmittelbar zur Herstellung des Gleichrichters 
verwendet. Die Siliciumscheibe wird in den Zentrier- 
ring 3 aus Silikongummi gelegt und in das Unterteil, 
wie Fig! 1 es zeigt, hineingesetzt. Nun kommt in die 



obere Offnung des Silikongummiringes 3 erfindungs- 
gemaB ein Tropfen Silikongel 8. Dieser Teii des Zu- 
sammenbaues wird etwa 24 Stunden bei 70° C und 
etwa 1 bis 10 Stunden bei 210° C an Luft ausgeheizt. 

5 Dann wird in das Oberteil 7 der Silikongummi- 
stopfen 6, die Zwischenscheibe 5 und die AnschluB- 
elektrode 4 mit dem Kupferseil 9 eingelegt. Kurz yor 
dem ZusammenschweiBen wird nun das Oberteil 7 
einschlieBlich Gummistopfen 6, Zwischenscheibe 5 

io und AnschluBelektrode 4 auf das Unterteil gesetzt 
und an der Stelle 11 zusammengeschweiBt. 

So hergestellte Gleichrichterzellen haben Tempe- 
raturlagerungen von mehreren 1000 Stunden zwi- 
schen 150 und 170° C. ausgehalten, wobei weder im 

15 Sperrverhalten des Gleichrichters noch im Durch- 
laBverhalten wesentliche Anderungen zu beobachten 
waren. Auch im normalen Betrieb zeigten sich diese 
Gleichrichter durchaus stabil. 

20 Patentanspriiche: 

1. Verfahren zur Herstellung einer Halbleiter- 
gleichrichterzelle mit flachenhafter Druckkontak- 
tierung der auf ein Unterteil mittels eines Zen- 

25 trierringes aufgesetzten Halbleiterscheibe, da- 
durch gekennzeichnet, daB auf die Halb- 
leiterscheibe (2) ein Tropfen einer Silikonmasse 
gegeben wird, die beim Ausheizen ein Silikongel 
(8) bildet, welches bei* der Kontaktierung der 

30 Halbleiterscheibe mit der AnschluBelektrode (4) 
von der Kontaktfiache fortgedruckt wird und die 
Halbleiterscheibe an ihren Randern einbettet. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die mit der Silikonmasse ver- 

35 sehene Halbleiterscheibe etwa 24 Stunden bei 
70° C und anschlieBend etwa 1 bis 10 Stunden 
bei 210° C an Luft ausgeheizt wird. 
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